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Wiederholung Schwingkreise Il
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Resonanzschaltungen

* Resonanz tritt auf, wenn der Blindwiderstand L WAL
der Gesamtimpedanz verschwindet. Dies . Le Lo Yi
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Resonanzschaltungen

* Beim Resonanzfall tritt am Kondensator und g N 1‘» .
der Induktivitat betragsmassig derselbe ﬁl ~ : llf __1“
Strom auf, und zwar: C
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Ubertragungsfunktion

e G = =2 = Amplitudengang - e/ Phasengang
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 Die Ubertragunsfunktion ist eine
komplexe Funktion!
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Ubertragunsfunktion: Beispiel RC-Hochpass
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Bodeplots

 Wir benutzen sog. Bodeplots, um das Verhalten
von Ubertragungsfunktionen bei verschiedenen
Frequenzen zu untersuchen

* Zwei Plots: Amplitude + Phasenverschiebung

 Uns interessiert das Verhalten liber
mehrere Gréossenordnungen

* =>log-Skala (dB) scwc e o= -
e (2y. —1920. %2
u,)dB = 2010810~

* Erinnert euch an folgende Eigenschaft der log-Fkt.:
— log19(A* B« C) = log49(A) + log40(B) + log1,(C)
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Bodeplots: 1ste Ordnung X
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Bodeplots: Grundbausteine |
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Bodeplots: Grundbausteine Il
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Bodeplots: Anleit

* Generelles Vorgehen:

Ubertragungsfunktion in Nullstellenform bringen/Nach Grundbausteinen
aufsplitten

Grenzfrequenzen berechnen

Beitrage der einzelnen Grundbausteinen bestimmen
Startpunkt berechnen

Funktion aufzeichnen

— Wir machen gemeinsam ein Beispiel, da die Zsmf.
diesbeziiglich etwas uniibersichtlich ist
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Bodeplots: Beispiel 1
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Bodeplots: Beispiel 1
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Bodeplots: Beispiel 1
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Bodeplots: Beispiel 1
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BEISPIELAUFGABE
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Beispielaufgabe

* GegebenR=1kQ, L{=1mH, L,=0.1 mH, C;=100nF, C,=10nF

Ly

I_"> | *Lz Jr e

1) Bestimmen Sie die Resonanzfrequenzen und Giiten der beiden
Schwingkreise

2) Bestimmen Sie den Betrag der Eingangsimpedanz in Abhangigkeit der
Frequenz

3) Stellen Sie den Betrag der Eingangsimpedanz als Funktion der Frequenz
im Bereich 1kHz < f < 1MHz dar v
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